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ウィルスや細菌の不活化に有効な UVC-LED は、一般的に安価なサファイア基板上に成長させ

た AlN テンプレート層上に形成される。UVC-LED の高効率化の為には、低転位密度かつクラッ

クを持たない AlN層が必要される。大きな格子不整合差となるサファイア基板上に高品質な AlN

層を得る為には、核生成層(NL)、三次元成長層(3DL)、二次元平坦化層(2DL)の順に AlN層の成長

モードを制御することが重要である。しかしながら、AlNの Al原料の表面拡散が低いため、平滑

な表面を持つ AlNを成膜するには、3DLの粗さを抑え、かつ 2DL成長を促進するために 1200℃

以上の高温成長が必要となる。加えて、サファイア基板上 AlN層においてはクラック発生を抑制

する必要がある。本報告では、1200℃以下の比較的低い成長温度で、低い貫通転位密度、および

クラック形成が抑制された平坦な AlN 層を実現する為の NL、3DL、2DL の成長条件を検討した

ので報告する。 

3µm厚の AlN層は MOCVD法によりサファイア基板上に成長させた。H2中 1200℃でサーマル

クリーニングを行った後、AlN-NL、AlN-3DL、および AlN-2DL をそれぞれ約 1180、1000、およ

び 1170℃ で成長させた。2DL の成長では、1200℃以下でのⅢ族原子の表面拡散を促進するため

に、TMGaを導入した Gaドープ AlN成長技術を応用した[1]。Fig.1に各層の原子間力顕微鏡(AFM)

画像を示す。NL、3DL および 2DL までの成長モードを制御した結果、ピットおよびクラックを

持たない平坦な表面の AlN層が得られた(Fig.1(d))。クラックの形成は、各層における成長温度と

成長モードに強く依存していることが確認された。AlN層の AlN(10-12)と(0002)のＸ線ロッキング

カーブは、それぞれ約 400および 270arcsecであった。発表では、成長温度と成長モードに着眼し

た高品質 AlN層を実現させる為の成長メカニズムについて議論する。 
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Figure 1. AFM images of (a) NL, (b) 3DL, (c) 2DL, and (d) Ga-doped 2DL 
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